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Главная цель настоящей работы заключается в изучении процесса зарождения и эволюции химии полупроводниковых материалов до конца XX столетия. 

Полупроводники, занимающие промежуточное положение между металлами и неметаллами по величине электропроводности, вплоть до начала XX столетия не вызывали интереса у ученых. В век пара и электричества полупроводниковые материалы оставались вне новых технологий, направленных, главным образом, на создание  электротехнических устройств. Несмотря на то, что многие полупроводники – как простые вещества, так и соединения, были открыты достаточно давно, их не применяли по прямому назначению [1]. 

Начало эры полупроводниковых материалов непосредственно связано с изобретением радиосвязи. Как это часто бывает, используемая вначале исключительно в военных целях радиосвязь постепенно была адаптирована для широкого использования в бытовых целях. Поэтому возникла необходимость в изготовлении простейших радиоприемников. В это время весьма популярными оказались детекторные приемники. В некоторых из них применяли твердотельный детектор, который представлял собой кристалл какого-либо полупроводника, как правило, сульфида свинца, сульфида кадмия или карборунда. В начале 1920-х гг. Se и Cu2O стали использовать для производства выпрямителей электрического тока. В 1923 г. немецкий физик В. Шоттки опубликовал теорию твердотельных выпрямителей тока, в которой подчеркивалось их сходство с лампами – диодами. Во время Второй мировой войны исследования в области радарной техники привели к созданию приборов, работающих в области ультравысоких и сверхвысоких радиочастот. Один из сотрудников Bell Labs Р.Ш. Ол доказал, что устройства на основе кристаллов германия способны обеспечить необходимые технические характеристики усилителей нового поколения. Кроме того, он пришел к чрезвычайно важному выводу о том, что свойства полупроводникового кристалла зависят от содержания в нем чужеродных примесей. Самым главным итогом исследований Р.Ш. Ола совместно с У.Х. Браттейном явилось выяснение механизма работы p–n перехода [2]. Сразу после окончания Второй мировой войны Bell Labs сформировала научную группу, которую возглавил У.Б. Шокли. Основной целью этого коллектива явилось создание полупроводникового аналога вакуумного триода [3]. 23 декабря 1947 г. ученые решили поставленную задачу  –  на основе поликристалла Ge был создан биполярный n–p–n транзистор, способный усиливать исходный электрический сигнал [4]. С изобретением транзистора началось бурное развитие химии полупроводников, которая оказалась нацеленной на разработку методов выращивания кристаллов, их очистку и легирование, а также синтез новых сложных полупроводниковых материалов. 
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